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TEMARI:
1. Propietats basiques dels semiconductors.

Unitat 1.1 Repas de conceptes basics de teoria de bandes (aproximacié monoelectronica,
funciones de Bloch, representacions del diagrama de bandes)

Unitat 1.2 Densitat d’estats.
Unitat 1.3 Distribucié de portadors en equilibri. Nivell de Fermi. Diagrames de bandes de
dispositius. Semiconductors rellevants.

Problemes:
P1.1 El model de Kronig-Penney
P1.2 Diagrames de Bandes de dispositius.

2. Dindmica d’un electrd: teorema de la massa efectiva.
Unitat 2.1 Equacions de la massa efectiva y de I’envolopant. Equacions de moviment
semiclassiques. Oscil.lacions de Bloch.
Unitat 2.2 Dispositius quantics verticals: el diode tinel ressonant, superxarxes.

Unitat 2.3 Dispositius nanomeétrics de transport lateral: contactes puntuals.

Problemes:
P2.1 Corrent i densitat de carrega en un diode tiinel ressonante

3. Semiconductors fora d’equilibri.
Unitat 3.1 Equaci6 de Boltzmann.
Unitat 3.2 Col.lisions intrabanda.
Unitat 3.3 Simulacié Monte Carlo del transport en dispositius.

Problemes:
P3.1 Aprox. del temps de relaxacid. Calcul de coeficients de transport (o)

4. Ecuaciones funamentals dels semiconductors

Unitat 4.1 Equacions dels semiconductors. Generaci6 i recombinacio.
Unitat 4.2 Transport ambipolar. L’experiment de Haynes i Shockley.

Problemes:
P4.1 Equaci6 de transport ambipolar aplicada al diodo d’unié PN.
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